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1. はじめに 

p 型 GaN の形成方法として Mg イオン注入

が検討されている。本研究では、イオン注入に

より GaN に導入されるリコイル原子の深さ分

布をボルツマン輸送方程式を用いて計算した。

その結果、Mgイオン注入により GaNに導入さ

れるストイキオメトリのずれの程度が比較的

大きいことが示されたので報告する。 

2. 計算方法 

 Christel らの方法に従い[1,2]、注入された一

次イオンとリコイル原子について、各原子の運

動量分布を GaN 表面からの深さの関数として

ボルツマン輸送方程式を用いて逐次計算した。

原子の散乱過程として、核衝突（弾性散乱）と

電子阻止過程（非弾性散乱）の２通りを独立事

象として考慮した。運動する原子について、運

動エネルギーがほぼゼロになるか、進行方向が

後方になった原子は静止したものと仮定した。 

3. 結果 

 図１に、Mg をエネルギー220 keV でドース

量 1015 cm-2だけ GaN にイオン注入したときの

Mg の原子分布を示す。同時に、一次 Mgイオ

ンとの核衝突によって誘起される Ga と N 原

子の空孔濃度と、変位した Gaと Nが再び静止

した各原子の分布も示した。Ga に比べて原子

番号の小さな Nは、Mgの平均投影飛程より浅

い位置で多くの空孔を形成し、投影飛程より深

い位置で多くの変位 N 原子濃度を形成する。

変位した N原子のピーク濃度は、変位した Ga

原子のピーク濃度の 2.6倍に達した。 

 

図 1 Mg注入 GaNでのストイキオメトリ分布 

4. 考察 

図２に、リコイル注入により変位した V 族

原子とⅢ族原子（Ga）のピーク濃度比の計算結

果を V 族原子の原子番号の関数として示す。

V族原子については、実在するGaP, GaAs, GaSb

に加えて、人工的に仮定した結晶 GaX につい

ても示した。ピーク濃度比は原子番号７付近で

最も大きくなった。すなわち、GaN へのイオン

注入では、他の半導体と比較してストイキオメ

トリのずれが特に大きくなることがわかる。 

 

図 2 変位した V族とⅢ族原子の濃度比 
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